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窒化物半導体とは GaN や AlN、InN に代表

されるように、そのほとんどが金属と窒素の化

合物半導体であり、ワイドギャップ半導体であ

る。特に GaN は低損失で高温環境に強い特性

から省エネルギーにつながる新材料として注

目され、トランジスタやショットキーバリアダ

イオードなどのパワーデバイスへの研究がさ

れている[1]。我々はこれまで新たな窒化物半導

体としてSiO2/Si上にNiを蒸着した基板を真空

の電気炉中内で熱窒化することを試み、低真空

下での Ni 窒化物半導体の作製に成功している。

このNi窒化物半導体は直接遷移型の 3.9 eVの

バンドギャップを持つワイドギャップ半導体

であることが明らかとなっている[2]。更にXRD 

(X-ray diffraction)より Ni 窒化物半導体のほと

んどが Ni3N で構成されていることや、XPS 

(X-ray Photoelectron Spectroscopy)により酸化さ

れた Ni3N の状態で存在し、作製プロセスに O2

を導入するとことで、On/Off 比が向上するこ

とも明らかとなっている[3]。 

そこで本研究では Cu と Ni 窒化物半導体の

ショットキー接合を利用したショットキーバ

リアダイオードの作製と評価を行った。Si 基

板をアセトン、メタノールを用いて有機洗浄し、

1000℃のO2 100%中で1時間熱酸化を行い基板

上に SiO2層を 100 nm 形成した。この上にマグ

ネトロンスパッタにより Ni を 400 nm 蒸着し、

低真空下の電気炉中において Ni を 120 min 熱

窒化した後に O2を 5 min 導入して酸化するこ

とにより Ni 窒化物半導体を作製した。その後

ショットキー電極として Cu を、オーミック電

極として Ruを抵抗線加熱蒸着及びマグネトロ

ンスパッタにより蒸着しショットキーバリア

ダイオードを作製した。 

Cu-Ru 電極間の J-V (電流密度-電圧)特性結

果を図1に示す。理想係数を図1にプロットし、

0.2 V 近くの平均を取った値を理想係数とした。

窒化時間 120 min、酸化時間 5 min で作製した

Ni 窒化物半導体のショットキーバリアダイオ

ードは On/Off 比 5 桁、理想係数 1.35、ショッ

トキー障壁 0.82 eV が得られた。本発表では、

ダイオード特性や窒化時間依存性、半導体の物

性に関して詳細に議論する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 J-V characteristics of Ni3N Schottky diodes. 

Nitridation time was 120 min and O2 introduction time 5 

min. 
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